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图 3 单掺及双掺玻璃的光谱透过曲线

1一单掺侈的滤光玻璃片 2一双掺侈的滤光玻硝片

忐于百

掺侈的玻璃中再掺以适量的Ceo2，用 英制

SP-700 双光束分光光度计测试该玻璃片〈厚1. 5 毫

米〉的光谱性能见表 1 及图 3 0

由于双掺玻璃吸收 3400 Å 以下的氨灯紫外辐

射p 因此可代替重络酸钢或亚硝酸铀滤光溶液，从而

还能提高激光输出效率由。使用该双掺杉玻璃片与

单掺侈玻璃片在1.06 微米性能不变。

献文考参

Ein(焦耳〉

输出能量与输入能盐的关系曲线

激光工作物质非轴向的感应辐射，即激光上能级粒

子数的消耗大大减少了。因此，使用有侈玻璃片比无

铅玻璃片使激光效率可以提高。从曲线(上〉也可得

到证实p 在输入 80 焦耳电能量时p 加掺侈玻璃片，输

出能量继续增加， 至 90 焦耳， 输出能量仍在缓慢增

加。

当输入能量由 60 焦耳增加到 90 焦耳时，用掺

奇主滤、光玻璃片可提高激光输出 15% 左右，有时甚至

更高。 能量转换效率提高到 25% 。

图 2

"脉冲筒灯月编写组:"脉冲氨灯"，上海人民出版社，

1975. 
查贵根等; <<激光辛， 1981， 8, No. 8, 39. 

[1] 

〈中国科学院上海尤机所 金贵根 吴兆庆

J:.海有色元学成1号厂 未斐幸

1984 年 7 月 3 日收稿)

高稳定度氮一氛激光器稳、流电源、

[ 2 ] 
可见区 | 透红外

(3400~8000 Å) I (1. 06 微米)

899毛~90% 

表 1

Abstract: A new He-Ne laser power supply with current stabilizer using silicon controlled 

1'ecti且e1' is described. The power supply has the feutures of simplicity, high stability and low 

高。其方框图见图 1。

一、可控硅的反向特性

当可控硅(SCR)的偏置极性如图 2所示时p 在

控制极加控制电流 I~'; 测得的伏一安特性曲线如图 3

所示。

可控硅的伏-安特性曲线与 NPN型硅晶体管的

伏-安特憧曲线相似，但它的击穿电压高，增益特性

cost. 

目前生产的氨-氛激光器稳流电源主要有两种

类型:直接市电升压整流串联稳流型和低压逆变升

压反馈控制型。这些稳流电源中可采用的稳流控制

器件大多为晶体管p 因而就存在着或是晶体管容易

损坏，或是线路复杂成本高等缺点。 本文介绍一种

采用可控硅(SCR)作为稳流控制器件的氨氛激光器

电源，它体积小、 成本低p 线路简单可靠、 稳流精度
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二、 采用可控硅稳流

利用可控硅的高压和线性特性，设计了一种氨­

氛激光器稳流电源， 如图 4所示。本电源由恒压变

压器、倍压整流器、限流电阻、取样电阻、线性放大器

及可控硅组成。 差分放大器(BG1、 BG2)将输出电流

取样与基准齐纳二极管 (D.) 二端的电压加以比较。

差分放大器的输出信号馈入电流放大器(BGa、BG4)，

控制可控硅的控制极电流，图 4 中的元件参数如下

表。
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高稳定度氨-氛激光器稳流电源方框图图 1

可控硅 30T5 的测试线路图 2
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可控硅伏-安特性曲线

线性好p 价格低廉p 是理想的高压线性放大器件。 当

在硅与高增益放大器结合p 便很容易克服电流增

益小的缺点。

图 3

三、稳定性测试(如图 5所示〉

电源输入端外接调压器p 改变输入电压;输出端
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测试线路图 5电路原理图图 4



串接激光器及 10 欧姆电阻 (2 x38/10 型电阻箱)，用

PZ-8 型数字电压表测量 10 欧姆电阻上的电压， iÿ!~ 

得数值如下:

交流输入电压(伏) 198 220 242 

10 欧姆电阻上电

压(伏) 0.10845 0. 10852 0.10867 

经计算电流稳定度为:

$1'降= 0. 065% ，

S上升=0. 14% 。

〈上海医 用激尤仪~厂 蔡永饿

1984 年 3 月 29 日 收幸的

低功率 He-Ne 激光穴位照射治疗丹毒的疗效观察

Abstract : Observation on curative e:ffect of 30 cases of er ysipelas with low power He-Ne 

laser inadiation of accupuct盯e points is reported. 

祖国医学认为，本病的发生系血分伏热，外受火

毒、风热、湿邪而致。邪毒(通过皮肤的破口〉乘隙而

入，毒热与血热相持p 郁于皮肤p 邪毒窒聚，气血凝

滞，经络阻塞p 蒸腾子外p 发为丹毒。

我科于 1978 年底至 1984 年初用低功率He-Ne

激光穴位照射治疗本病 30 例，小结如下。

30 例患者中p 男性 19人，女性 11 人p 其中 18~

30 岁 9 人， 30~40 岁 13 人， 40 岁以上 8 人。丹毒

发子头面部者 3 人， 左下肢者 16 人3 右下肢者 II

人。

治疗时，取手足阳明p 足太阴经穴为主。发子

头面部者:合谷，曲池， ~可是p 足三里。发于下

阿是，血海， 阴陵泉p 委中，足三里。用输出功率为7

毫瓦的 741 型 He-Ne 激光器，每穴治疗 5 分钟，→

日治疗 2 次(上下午各一次)， 10 次为一疗程，中间

休 2-3 天继下一疗程。

汩疗本病除了发热患者p 我们配合抗菌素治疗

外3 一般均用光针治疗p 不用任何药物治疗，通过观

察 30 例丹毒患者平均光针治疗 5~7 天即全愈。

(江苏有徐州市 第四人民院医 中 医科 张育 草。

常秀兰

1984 年 6 月 20 日收稿〉

He-Ne 激光预防有菌切，口的感染 447 例临床观察

Abstract: Clinical observetion on prophylaxis of aúorectal incisional infec tion by low power 

H e-Ne laser irradiation is reported. 

旺肠子术乃是有菌切口 P 而且术后不可避免地

经常被粪便污染切口。若缝合切口，往往因感染而

失败p 因而旺肠子术一般不主张缝合切口。但是，切

口不缝合其弊病甚多p 伤口愈合'匮，搬痕大p 有畸形

等不良现象p 不同程度地影响旺门的功能或发生后

遗症p 而且还限制了手术的方法，':影响手术的广度和

质量。因而严重地影响了旺肠病的疗效。为此使用

He-Ne 激光照射缝合的切口来预防感染p 取得了显

著效果。
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-、临床资料及治疗方法

自 1979 年 4 月 至 1984 年 3 月 ，旺肠手术缝合

的切口 2使用日←Ne 激光照射者 447 例中p 其中男

254，女 193; 瘁 391 例(混合痒 361 例p 占 92.33%) ，

旺裂 47 例，占 10 . 51%，重度旺门 狭窄 9 例，占

2.01%; 病史 3 个月 ~42 年， (<-;年 34 例，占

7. 61%, ~5 年 160 例p 占 35. 79% ， "，， 10 年 150 例，

占 33.56% ， > 10 年 103 例p 占 23 . 04%) 。

使用的光源是输出功率为 3 毫瓦的 He-Ne 激




